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PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 

En preparación 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Dispositivos Electrónicos y Fotónicos I y Dispositivos Electrónicos y 
Fotónicos II (DEF1 y DEF2) 

OBJETIVOS 

Los objetivos principales son: 

1) Estudiar el funcionamiento de dispositivos electrónicos 
semiconductores para radio frecuencia y microondas 

2) Estudiar el funcionamiento de dispositivos optoelectrónicos 
semiconductores 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Líneas de transmisión. Microondas. Circuitos RLC. Bipuerto lineal. 
Ganancias de un amplificador. Matching. Estabilidad. Ruido. Linealidad. 
Potencia. Amplificadores de bajo ruido (LNA). Amplificadores de Potencia 
(PA). Estructuras pasivas. Diodos.  Transistores de efecto campo. 
Transistores bipolares. Caracterización de dispositivos de RF y 
Microondas. Dispositivos MMIC. Dispositivos Semiconductores emisores 
y detectores de luz: fotodiodos, fototransistores, células solares, LEDs y 
láseres 



MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Pruebas o controles (40 %) 

Problemas o trabajos dirigidos (35 %) 

Practicas de Laboratorio de Simulación y Caracterización (25 %) 

TEMARIO (En los puntos principales hay que poner la duración en horas) 

4 horas x 15 semanas = 60 horas 

• 28 horas conceptos 

• 14 horas aplicación 

• 14 horas laboratorio 

• 4 horas pruebas de evaluación  

TEMARIO/TEORÍA 

NOTA: para cada tema hay 1 hora de conceptos y 0.5 horas de 
aplicación 

1. Lineas de transmisión y Microondas  

2. Circuitos RLC  

3. Bipuerto lineal  

4. Ganancias de potencia   

5. Materiales y componentes para circuitos híbridos de Alta 
Frecuencia , HF, - RF y Microondas -  

6. Materiales y componentes para circuitos MMIC  

7. Modelos para estructuras pasivas  

8. Modelos para diodos de HF  

9. Modelos compactos para dispositivos de efecto campo de HF: 
BSIM  



10. Modelos compactos para dispositivos bipolares de HF: SGP, 
VBIC, HICUM  

11.  Matching y estabilidad de los amplificadores de HF  

12.  Ruido  

13.  Ruido en transistores y amplificadores de HF  

14.  Distorsion y linealidad  

15.  Linealidad en transistores y amplificadores de HF  

16.  Potencia  

17.  Potencia en transistores y amplificadores de HF  

18. Medidas experimentales para la caracterización de dispositivos 
semiconductores de HF  

19. Extracción de parámetros de dispositivos semiconductores de 
HF con  IC-CAP  

20.  Análisis de un amplificador de bajo ruido, LNA, para 1.9 GHz en 
tecnología híbrida con ADS  

21.  Análisis de un amplificador de potencia, PA, para 2.4 GHz en 
tecnología MMIC con ADS  

22.  Introducción a la Optoelectrónica   

23.  Fundamentos de los dispositivos detectores de luz  

24.  Fotodiodos, fototransistores y ruido de detección  

25. Células solares y módulos fotovoltaicos  

26.  El diodo LED  

27.  El diodo láser  

28.  Optoacopladores y otros dispositivos optoelectrónicos  

 



TEMARIO/PRÁCTICAS 

Las prácticas de simulación y laboratorio se desarrollarán de 
acuerdo con la disponibilidad de los recursos para su realización.  

Se utilizaran las siguientes herramientas para la simulación y 
caracterización de dispositivos y circuitos eléctricos: IC-CAP-
Agilent y ADS-Agilent. Para la simulación y caracterización de 
dispositivos optoelectrónicos se utilizara un simulador comercial 
de dispositivos semiconductores. 

El número total de horas de laboratorio es de 14 

1. Extracción de parámetros y modelado de dispositivos con IC-
CAP  

2. Modelado de un transistor bipolar en  IC-CAP  

3. Extracción de parámetros de alta frecuencia (parámetros S, 
ruido y potencia) de un transistor bipolar   

4. Descripción de un circuito de RF y Microondas con ADS  

5. Análisis de un amplificador de bajo ruido, LNA, para 1.9 GHz en 
tecnología híbrida con ADS  

6.  Análisis de un amplificador de potencia, PA, para 2.4 GHz en 
tecnología MMIC con ADS  

7. Simulación de un fotodiodo PIN  
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